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【はじめに】結晶セレン（c-Se）は、可視光全域に対して高い吸収係数を有することや、低コス

トで生産が可能なことから、従来、光センサや太陽電池に利用されてきたが[1]、その研究報告例

は少ない。我々は、多画素化や高フレームレート化が進む固体撮像素子の高感度化を目指して、

固体撮像素子上で動作可能な光電変換膜の研究を進めており、その膜材料として c-Se に注目して

いる。今回、ZnO/c-Se ヘテロ接合フォトダイオードを試作し、光電変換特性について調べたので

報告する。 
【実験】ガラス基板上にパターニングされた ITO 電極上に、n 型酸化物半導体である ZnO を RF
スパッタ法により室温成膜し、その後、真空蒸着法により成膜したアモルファスセレン（a-Se）
を加熱処理することで p 型半導体である c-Se を形成した。最後に透明導電膜である ITO を DC ス

パッタ法により成膜し、試作膜を作製した。本実験では、c-Se の膜厚を 1μm とし、ZnO の膜厚や

成膜条件を変えて電流-電圧（I-V）特性や分光感度特性の変化を調べた。 
【結果】図 1 に外部電圧を印加しない状態で測定した分光感度特性を示す。ZnOの膜厚を薄くす

ることでc-Se側に効率良く空乏層が拡がり、可視光全域で高い量子効率が得られている。図 2 に

暗電流特性を示す。比較として、ITO/c-Seショットキー接合フォトダイオードの特性を示す。シ

ョットキー接合に対してPN接合を形成することで、暗電流の増加を大幅に抑制できることがわか

る。また、例えば 10V印加時でも暗電流が数百pA/cm2程度と低いことから、試作膜に安定して電

圧を印加することができ、さらなる量子効率の改善が期待できる。 
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Fig.1. Photocurrent spectral response for the 
ZnO/c-Se PN junction diode with different 
ZnO thicknesses. 

Fig.2. Dark current characteristics for the  
ZnO/c-Se PN junction diode. Data on the  
ITO/c-Se Schottky diode is also included. 
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